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요 약  

 
본 논문은 Shielded Suspended Microstrip Line(SSML) 구조를 적용한 DC 바이어스 회로를 설계하고 이를 X 대역 고전력 

증폭기 회로설계에 적용하였다. 또한 설계된 SSML 과 Microstrip Line(MSL)의 바이어스 회로를 고전력 증폭기 회로 

설계에 적용하여 이의 회로결과를 비교하였다. 

 

 

ⅠⅠ..  서서  론론  

현대 파워 모듈 설계에서는 높은 이득과 출력이 

요구되지만[1-2], 기존, Microstrip Line(ML) 구조는 

고임피던스로 선로 두께 한계가 있다. 이는 고전력 

증폭기 설계에 어려움이 있다.  본 연구에서는 Shielded 

Suspended Microstrip Line(SSML) 구조를 적용하여 

바이어스 라인을 설계하고 이의 X 대역 증폭기 회로 

설계에 적용하였다. 

SSML 은 ML 에 비해 동일한 임피던스에서 선폭이 

넓고 유전체 손실이 적어 고출력 설계에 유리하며, 

바이어스 회로 구성 시 더 두껍게 설계할 수 있어 

구현이 용이하다.  

 

ⅡⅡ..  본본론론  

본 논문은 X 대역 고전력 증폭기 설계를 위해 

Shielded Suspended Microstrip Line(SSML)을 적용하여 

100Ω  바이어스 라인을 설계하였다. 그림 1(a)는 

SSML 의 top view 를 보여주는 그림이며, 그림 1(b)는 

bias 회로를 적용한 증폭기 회로를 보여준다.  

      

       (a)                            (b) 

그림 1. X 대역 고전력 증폭기 회로 설계 (a)shielded 

suspended bias line 3D 구현 (b) X 대역 증폭기 회로 

schematic 

 

SSML 적용한 X 대역 증폭기 회로와 ML 바이어스 회로 

적용한 증폭기 회로 설계 결과 바이어스 라인 회로 

구현은 더 유리하면서 증폭기 회로 특성은 유지되는 

것을 확인하였다.  

ⅢⅢ..  결결론론  

본 연구에서는 X 대역 고전력 증폭기 설계를 위해 

바이어스 회로 구현을 개선한 Shielded Suspended 

line 을 적용하였고, 이의 증폭기 회로 설계 결과를 

Microstrip bias line 과 비교하였다. 비교 결과 바이어스 

라인 회로 구현은 4 배이상 개선이 되면서 증폭기 회로 

특성은 유지되는 것을 확인하였다. 
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